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【はじめに】我々は、小型かつ広い検出範囲を 1チップで実現するアレイ型 CMOS-MEMS加速度

センサについて研究開発を行っている[1]。これまで、単体の MEMS加速度センサについて試作お

よび評価結果を報告した[2]。また、回路シミュレータ上で動作するMEMS加速度センサ用等価回

路モデルを提案し、MEMS 加速度センサと LSIとの統合設計を可能とした[3]。今回は、構築した

統合設計環境を用い、アレイ化に適した集積化 CMOS-MEMS加速度センサ回路を提案し設計した。 

【内容】図 1 に、提案するセンサ回路の概要を示す。提案回路は従来のセンサ回路と異なり、加

速度印加によるMEMS加速度センサの錘と固定電極間の容量変化を、LSI上の固定容量と比較す

る手法である。これにより、比較用の MEMS 構造体が不要となり、アレイ化した際のチップ面積

を減らすことが可能である。提案回路の動作原理を図 2 に示す。MEMS 容量と、LSI 上に配置し

た比較用の固定容量とのそれぞれにチャージされた電荷を別の LSI 上の固定容量に転送し、チャ

ージアップ電圧を差動増幅回路で比較することで、加速度変化を電圧変化として検出する。図 3

に、統合設計環境を用いて設計した CMOS-MEMS加速度センサ回路図を示す。 

【結果】図 3に示す集積化 CMOS-MEMSセンサ回路に、大きさ 3G、49Hzで正弦波変化する加速

度を印加する条件で、回路の出力電圧について過渡解析を行った。シミュレーション結果を図 4

に示す。これより、加速度変化に応じて出力電圧が変化することがわかる。本結果より、提案し

たセンサ回路を用いて加速度変化を検出可能であることを確認した。 
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Fig. 3. Simulation circuits of an integrated CMOS-MEMS 

accelerometer. 

Fig. 4. Transient analysis results. 
Fig. 2. Operation principle of proposed 

sensor circuits. 

Fig. 1. Concept of proposed sensor circuits. 
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